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ガラス

非晶質か欠陥Si 膜

ガラス

結晶化Si 膜
結晶性絶縁膜YSZ

ガラス

従来法 結晶化誘発層の方法

○

結晶構造の無いガラスでは、500oC以
下で形成したSi薄膜は非晶質か欠陥
の多い多結晶となる。

結晶化誘発層の結晶情報により、低温でもSi

薄膜の結晶化を実現する。

結晶化誘発層
（結晶化の種）

1-a) 結晶化誘発層を用いたSi薄膜の低温結晶化

結晶化誘発層 → イットリア安定化ジルコニア(YSZ: (ZrO2)1-x(Y2O3)x

結晶性絶縁膜YSZ

低温作製でも、欠陥の少ない、品質の揃った結
晶化膜を目指す。
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YSZ層上の結晶化Si膜の透過電子顕微鏡像

Si薄膜の格子像がYSZ界面か
ら伸びている。

YSZ

Si
界面：Interface

5 nm

YSZの格子像

Siの格子像

430oCで作製

現在、より低温化を目指
し、パルスレーザーによ
る室温作製を検討。

結晶化Si 膜

ガラス

結晶性絶縁膜YSZ

パルスレーザー

照射時間：10ns以下。
瞬時には約1000oCだが、実効的
には室温。


